DL-3149-057

Wellenlange: 670nm (typ.)
Geringer Schwellstrom: 25mA (typ.)
Hohe Betriebstemperatur: bis +60°C.

Maximalwerte

Anwendungsgebiete:
Laserdrucker
Barcodescanner
Sensorik

Analytische Melgerate

Window
Parameter Symbol Wert Einheit Cap
Ausgangs- Heatsink
leistung cw Po 7 mW
spSaFr:?]rL:;]g — VR 2 v Laser chip
PIN VR 30 \Y PIN photodiode
Betriebstemperatur Topr -10...+60 °C
Lagertemperatur Tstr | -40..+85 | °C Stem
Elektrische und optische Eigenschaften bei 25°C
Parameter Symbol | Betriebsbedingung Min. Typ. Max. Einheit
Schwellstrom Ith Ccw -—- 25 35 mA
Betriebsstrom lop Po=5mwW - 40 45 mA
Wellenlange A Po=5mW 660 670 678 nm
Strahl- Senkrecht 6L -— 25 30 35 deg.
divergenz | pargjiel 01l 6,5 8 10 deg.
Strahl- Senkrecht AL - --- --- +/-3 deg.
abweichung | pgpgjiel A0l — - - +-3 deg.
Differentieller Wirkungsgrad| dPo/dlop Po=5mwW 0,2 0,4 0,6 mW/mA
Monitordiodenstrom Im Po=5mW 0,5 1,5 2,0 mA
Astigmatismus As Po=5mwW - 8 - Hm
0
$5.6—0.025 LD facet
W 3 ] 3
$3.5540.1 \ ¢
Effective windﬁ/%&mettjr 1.0min. =
|| % LD “|n PD
| :
e X ° 3-$0.45:0.1 b
Tpp view
Pin No. 2
g 5.6mm 4 stem - power supply system
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Characteristics
Output power vs. Forward current Threshold current vs. Temperature
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This is typical data and it may not represent all products.
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Distribution data
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Po = 5mW; n = 92pcs.
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